&

TELEFUNKXEN electronic

Creative Technologien

BUT 46 - BUT 46 A

Silizium-NPN-Leistungs-Schalttransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampensteuerschaltungen und Treiberschaltungen mit
hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:

® Mehrfachdiffusionstechnik
@ Hohe Sperrspannung

@ Glaspassivierung

® Kurze Schaltzeiten

® Verlustleistung P, =75 W

Abmessungen in mm

0,5?&03
4,8 ‘ ) & 'ﬁ]
IRES . i 288
i }
A 075+a1
e e
————— |
L : i B £ Kollektor mit Montage-
10 35 o e c flache verbunden
i 2,54 g
1
f ————— - _{ Standard Kunststoffgehause
ot | ol
29 14A3 DIN 41869
58 JEDECTO 220
1317 16 Gewicht max. 2,5 g
Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorspitzenstrom
Kollektorstrom, Mittelwert
Basisspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert
Gesamtverlustleistung

T e=25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/1684.1188 D

BUT 46 BUT 46 A

Uegs 850 1000 v
Uego 400 450 v
Usgo 7 v
e 10 A
. 5 A
om A
loay 2 A

ot 75 w
T 150 °C
o —65...+150 °C
Riuc 1,67 K/W
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BUT 46 - BUT 46 A

KenngréBen

T__ .= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektorreststrom
Uge= 850V
U =1000V

T.e=125°C. Uy= 850V BUT46

case

BUT 46

Uge=1000V BUT 46 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I.=05AL.=125mH BUT 46
BUT 46 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fe=1mA
Koliektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=3A1;=06A BUT 46
I.=25A1;=05A BUT 46 A
Basisséattigungsspannung
I.=3A1;=06A, BUT 46
I.=25A,1,=06A BUT 46 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ugeg=5V.I[;=06A

Transitfrequenz
Ugeg=10V, [ =200 mA, f=1MHz

Schaltzeiten
T

amb

Ohmsche Last

Uy =250V, I,=3A, Iy, =—1I,,=06A
Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last
Uge =300V, ~Upe y =5V, I.=3A,
IBend =06A, LC =200 pA
Speicherzeit
Abfalizeit
T e =100°C  Speicherzeit
Abfallzeit

mit Antisdttigungsspannung
Fig. 11
Fig. 11

Speicherzeit

Abfallzeit

t
n.P_ =
7= 0,01, tp—0,3 ms
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BUT46 A

= 25 °C, falls nicht anders angegeben

400
450

< C

1)
{BR)CEO "
(BR)CEO

U(BR)EBO 7

N
UCEsat
)

CEsat
1)

UBEsat
n
BEsat

FE

Typ.

30

10

Max.

NN = =

1.5
1.5

1.3
1.3

1,0
4,0
0,8

2,0

0.3
2,5

0,4

1.5
0,2

mA
mA
mA
mA

MHz

us
ps
s

ps

us
ps

s

ps
ps



BUT 46 - BUT 46 A

88 5745
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BUT 46 - BUT 46 A

87 5748

UCEsat
dyn

16

12

Tase=125°C
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Fig.4

12

16 us
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87 5750

case=25
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Fig.6

o
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BUT 46 - BUT 46 A

? 87 5752 ? 87 5753
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e heg
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¢

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUT 54

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Netzgerate, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:

® In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit

® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Verlustleistung 100 W

Q5+Q03
4?8 L T —T—
IRES N T 245
b }
I R 075201
I .E = — E Kollektor mit Montage-
o 35 ? \ . ! _ i c flache verbunden
¢ |
—————— J Standard Kunststoffgehause
29 14A 3 DIN 41869
58 JEDEC TO 220
7377 16 Gewicht max. 2,5 g
Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge=100Q
Kollektorspitzenstrom
Kollektorstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
T e=25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/404.1188 D

UCEO 430 \
UCES 800 \%)
Ucer 800 \Y
Iem 10 A
I 8 A
oM 4 A
oM 4 A
ot 100 w
Tj 150 °C
—55...+150 °C

stg
R, 1,25 K/W
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BUT 54

KenngroBen
T ..=25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom

U,=800V Iees

Tj =150°C, U, =800V lees
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ie=100mA, L =125 mH U(BR)CEOQ’

Ic=05mA, R;=100Q Uricer
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

fe=1mA Ugreso
Basissattigungsspannung

Ic=4A1;=08A UBESE"’)
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uge=5V.I.=1A hee

Ug=5V.I.=4A hee
Transitfrequenz

Ugeg=10V,I;=500mA, f=1 MHz f

Schaltzeiten
Ie=4A g, =-1,=125A, tp=20 us

Ausschaltzeit toss
Abfallzeit t"
Ic=25A,1;, =05 A, -diy/dt~0,5 A/ps,
dU_/dt =500 V/ps Fig.1

Min.

430
800

20
5,5

Typ.

10

Max.

-

45

0,25

mA
mA

MHz

s
ps

ps

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstrome mit Speicherladungswerten QS(BE) fur

induktive Kollektorlast, /.. = 2,5 A und - Iy, Begrenzung durch Vorgabe von:

/ dig
=lg,=1.41 Qs(BE)' at =lgy

~ IB1 + l’BZl
diy
at

t

s

'Y Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

t
2 T"= 0,01,t, =03 ms

138



88 3115
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BUT 54
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Fig.4
) 50 100  150°C
7(-:a$e—>

1 88 3475
Uge
1,6
Vv UCE=2V
Tease=25°C
1,2
Y.
P
0,8 i e
- u /’
04
o Fig.6
10 100 1000 mA
le—

140

f - 88 3474
T T 1717
T TTIT7
UCESBf Tcase=25°C
10
\
5 —lc=1A- 2A{3AH5A| 8A
\
1 1 L §
| VI |
\ \
0,5 \
\WITENC
N
UM
0,1 Fig.5
10 100 1000 mA
lg——
1 88 3476
hee Ucg=5V
100
50 T=+10°C
et UiL ‘N
/ﬁ"c
—"T +25°C
oLl
~ 40 °C HH
5
] Fig.7
10 100 1000 mA
IC—>



BUT 54
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a4 BUT 56 - BUT 56 A

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate

Features:
@ In Mehrfachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @ Verlustleistung 100 W

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0’50(103
48 X = e
N . s
u35| | I H
b }
1 075201
_____ a
! L = E
10 35 — _,_,_._._L_J,_._{ c
f ] 254 8
1 -
l—— 1
i o |
2,9 47
58
7377 16 12'2 {
Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uees
Rgg=1000Q Ucer
Kollektorspitzenstrom lem
Kollektorstrom Ie
Basisstrom lam
“'Bm
Gesamtverlustleistung
Tcase é 25 OC Ptol
Sperrschichttemperatur 7'I
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse Ryuc

T1.2/237.1188D

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,56 g

BUT 56 BUT56 A

400 450 \
800 1000 \%
800 1000 \
10 A

8 A

4 A

4 A

100 w

150 °C
—65...+150 °C
1,25 K/W
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e i N

BUT 56 - BUT 56 A

KenngréBen Min. Typ. Max.

T ase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

U= 800V BUTS56 lees 1 mA
U,=1000V BUT56A lees 1 mA
Tj= 150°C, U= 800V BUT56 lees 2 mA
Tj =150°C, U, =1000V BUT56 A lees 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L.=125mH BUT 56 U(amcsom 400 \%
BUT 56 U(emc502 450 \Y
Ic=05mA R,=100Q BUT56 Usricen 800 \
BUT 56 A Ugrycer 1000 Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA Ugreso 6 \%
Basis-Sattigungsspannung
lc=4A1,=08A Ugesar 2 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=5V.I.=1A hee 15 45
Ug=5V.I.=4A BUT 56 hee 5,5
Uge=2V,I.=3A BUT 56 A hee 4
Transitfrequenz
Ue=10V,/,=500mA, f=1MHz f; 10 MHz
Schaltzeiten
le=4A I, =-1,=125A, t,=20ps
Ausschaltzeit s 4 ys
Abfallzeit t! 1 ps
Ic=25A,1;,=05A, -dig/dt~0,5 Alps,
dU/dt =500 V/ps Fig. 1 t, 0,25 us
Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausraumstréme mit Speicherladungswerten QS(BE)

fir induktive Kollektorlast, lee=2.5Aund — g, Begrenzung durch Vorgabe von:

/ di
=gy =141 Qs(BE)‘ II -l

et |1,
diy
dt

S

') Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

t
2) P _ —
T = 0,01, tp =0,3ms
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BUT 56 - BUT 56 A
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BUT 56 - BUT 56 A
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BUT 56 - BUT 56 A
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TE&E%KENdectmnic BUT 76 - BUT 76 A

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, inverter, Motor- und Relaistreiber
Besondere Merkmale: *

@ In Mehrfachdiffusionstechnik ® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung ® Kurze Schaltzeit

@ Verlustleistung P =110W

Abmessungen in mm

0'5*0.03

4?3 ‘ - X 4
£ w35 ] : T 2,45
b f

1 075201

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

2
L

L—y -
29 a7 Standard Kunststoffgehause
58 14A 3 DIN 41869
7377 16 12,2 JEDEC TO 220
Gewicht max. 2,5 g
Zubehér:

Isolierscheibe Best. Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten BUT 76 BUT 76 A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ugeo 400 450 \Y
Uces 850 1000 Y,
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7 \
Kollektorspitzenstrom Iem 20 A
Kollektorstrom, Mittelwert leay 12 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
~lam 2 A
Basisstrom, Mittelwert laay A
Gesamtverlustleistung
Toase =25°C P 110 w
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Rinsc 1,13 K/W

T1.2/1672.1188 D
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BUT 76 - BUT 76 A

KenngroRen
T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom <
U= 850V BUT 76
U,=1000V BUT 76 A

T,pe=150°C, U= 850V BUT 76
Ug=1000V BUT76A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

l.=1mA BUT 76
BUT 76 A
Ic=500mA, L. =125 mH BUT 76
BUT 76 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=6A1,=12A BUT 76
Ic=5A1;=10A BUT 76 A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=6A1,=12A BUT 76
l.=5A1;=10A BUT 76 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ugeg=3V.I.=8A

Transitfrequenz
Uge=10V,I.=1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Up=10V, /=0, f=1MHz

Schaltzeiten

T.... =150 °C, falls nicht anders angegeben

case
Ohmsche Last
Uge=150V,
Ie=6A Iy, =-l,=12A BUT 76
Ic=5A Iy, =-1;,=10A BUT 76 A

Einschaltzeit
Speicherzeit

Abfallzeit
Induktive Last
Ugeg=300V, -V =5V, L, =3 H,
le =6A I, =12A BUT 76
I =5A g 4=10A BUT 76 A
Speicherzeit
T 0se=100°C
Abfallzeit
T ..=100°C

case

150

(BR)CES
(BR)CES

T cCC

(BR)CEO

U(BR)EBO

1
UCEsat1 )

CEsat

1
UBEsatl)

BEsat

CCBO

1)
(BR)CEOI

Min. Typ.
850
1000
400
450
6
3.2

7

150

2,5

0,08

Max.

0,5
0,6
2,0
2,0

1.6
1.6

1,6
1,6

1,0
3.0

0.8

04

mA
mA
mA
mA

<< <<

<

MHz

pF

ps
ps
us

ps
ps
ps
s



88 6092 HHE H { 88 6093
? ? 2A saHH 10Al
fot < UcEsat
100 \ Ic=05A
w
A
A
1 1
80 Y |
1}
05 \
\
60 AN \ )
\
\ \l
40 01
\ 005 A
20 \
A\ Tcase=25 C
0 50 100 °C 0,01 o1 1A
Tcase— IB—>
T 88 6094
Uge
4 Ueg=2v
v Tease=25 °C
3
|
|
f' I
2 /
/
/
4
1 -
0
0,01 01 1 10A

o —»

151



BUT 76 - BUT 76 A
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BUT 76 - BUT 76 A
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUT 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Netzgerite, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale: *

@® In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @ Verlustleistung 50 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,5+003

48
IRES . ! 245
s

' i

1INl =5

_________________ T E Koliektor mit Montage-

7377

58

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

flache verbunden

f e — B
''''' 2 o1 _f Standard Kunststoffgehause
2,9 ;7

14A 3 DIN 41869

JEDECTO 220

Gewicht max. 2,5 g

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 350 Vv
Uces 600 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \%
Kollektorspitzenstrom Iem 6 A
Kollektorstrom le 4 A
Basisstrom Iy 2 A
Iy 2 A

Gesamtverlustleistung
T se=25°C Py 50 w
Sperrschichttemperatur Tl 150 °C
Lagerungstemperaturbereich' Tstg —65...+150 °C

Maximaler Wirmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Riyuc 2,5 K/W

T1.2/226.1188 D
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BUT 93

KenngréRen
T_...=25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom -
U, =600V Iees

T,=125°C, U, =600V lces
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I,=100mA, L, =125 mH V-
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg=1mA U(BR)EBO
Kollektor-Sattigungsspannung

c=300mA, l;= 30mA Ucgeat

le="3A, Ig=750mA cEsar!
Basis-Sattigungsspannung

Ie=1A1;=02A Uggeat”
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

Uge=2V,I.=1A hee
Transitfrequenz

Ugg=10V,I.=500mA, f=1 MHz fr

Schaltzeiten

T.mb =25 °C, falls nicht anders angegeben
Ohmsche Last

le=1A I =200mA, -/, = 400 mA,
Speicherzeit t
Abfalizeit t
Induktive Last Fig. 4,5

I.=2A1;,=04A,

Ujemm =300V, —Uge =5V, T_  =100°C
Speicherzeit v
Abschaltbelastungszeit t

t
P =
T =0,01, tp—0,1 ms

156

Min. Typ.
350
5
10

9

1,5

0,15

1,2

0,4

Max.

200
1,6

11

2,0
0,25

20
0,7

HA
mA

MHz

ps
us

ps
ps
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8 4270
Ugp=10V ’

[c=03A Lc=125mH
lg=50mA 5

Ugy=0..30V

5V le=5

v U S A
3 Impulse ) (BR) CEO
1
P_
T 01
tp=10ms

Fig. 1 MeBschaltung fiir: U

(BRICEO
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¢ 03A

01A
i
Uce
YisriceEO
|

~50 ps
88 4300

Fig. 2 Impulsdiagramm
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+Ug=125V

126Q

88 6102

Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last
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1kQ —— BSS 44
° — 2N 2222 u —300V
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Fig. 4 MeBschaltung fir Schaltzeiten mit induktiver Last
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Fig. 5 Impuisdiagramm
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BUV 30

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen Spannungen, elektronischen Ziindungen
fiir diverse Benzin-Motoren.

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert @ Monolithischer NPN-Darlington
@ Glaspassivierung ® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

813280

’ ‘0'5.@03
48 ‘ — — =

Vs I i
’ 1

2,45

}

Lrl—ll _____ 1| 1‘ 0,75:0.-‘
10 35+ + —[————i— L c

2,54 Normgehduse
I 14 A3 DIN 41869

JEDEC TO 220
Gewicht max.2.5g

700Q 100 Q

3377

Zubehor )
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 \
Kollektorstrom Ic 8 A
Basisstrom Ig 25 A
~Ig 25 A

Gesamtverlustleistung
Tease =25°C Prot 83 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Totg —-40...+150 °C

Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Gehduse Rinhuc 15 K/IW

T1.2/667.0484 D2
213



BUV 30

KenngroBen Min. Typ. Max.
Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom °
Uce =400V Iceo 025  mA
Uce =400V, Tymp = 125°C Iceo 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Uz =410 V, /c =7 A, Lc =53 mH Flg 1, 5, 6 U(BR)CEO 400 \)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
e =25 mA Urjeso 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=5A,Ilg=250 mA Ucksat 1.75 Y
Basis-Sattigungsspannung
IC =25A, IB =50 mA UBEsat 2.0 \
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
UCE =2V, /c =25A hFE 250
UCE=2V,IC=5A hFE 40
Induktive Energie
Uz=410V,Ic=8A,Lc=53mH, Fig.1 E_ 170 mWs
Schaltzeiten
Tamb =25 OC:
Ausschaltzeit
Us=125V,Ic =3 A,
lg1=-lg2=10mA tott 25 s
84 4371
Ugp=10V
Ic=8A Lc=5,3mH
l -
~ = Ugq=0...30 V
R Uz=410V s1 | 1
L — oms
(BR) CEO
3 Impulse
t
P _
¥ = 0,1
1=10 ms iBR)R
100
mQ
L 5w

Fig. 1 MeBschaItung fir: U(BR)CEOv E.
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' TELEFUNKXEN electronic

Creative Technologien

BUV 70

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Motorregelung, getaktete Netzgerite

Besondere Merkmale: -~
@® Implantation
@ Dreifachdiffusions-Mesa-Technik
@ Glaspassivierung

Abmessungen in mm

A |

@ Hohe Sperrspannung
@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 140 W

0.6 005

P2 BEN o

S

2,6

e

_ 5]
; 7T
|

T ——— — 3 ——— - E
|
15 145 415 4 — + — C
r— | 118‘05 55
| — 3£ B
|
43 08
33 Kollektor mit Montage-
207 16 8379 flache verbunden
Standard Kunststoffgehause
15A 3 DIN 41869
TOP 3
Zubehor: Gewicht max. 5,5 g
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Usrices 1300 \Y
(BR)CEO 600 v
Kollektorstrom Ie 10 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisstrom Iy 3 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
—lom 6 A

T1.2/1446.1188 D

181



BUV 70

Gesamtverlustleistung
T ..=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Geh3use

KenngroRen

T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
U,=1300V
Tease=125°C, U, =1200V

case

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100mA, L =125 mH
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=9A I;=3A
Basis-Sattigungsspannung
=9V, [;j=3A
Kollektor-Gleichstromverhiitnis
Uge=2V,I.=32A
Uge=5V.I.=156A
Uge=2V,I;=6 A
Transitfrequenz

Uge=10V, |;=500 mA, f=1MHz

Schaltzeiten
T...=256°

case

Ohmsche Last

U c=250V; t,= 20 ps,

’c=5A'IB1=_I32=1 A
Abfalizeit
Speicherzeit
Einschaltzeit
mit Antisdttigungsbeschaltung
Abfallzeit
Speicherzeit

Einschaltzeit

t
" T°= 0,01,t,=0,3 ms

182

T.
i
rstg
RthJC
Min.
ICES
’CES
1
U(BR)CEO ) 600
UtBR)EBO 6
1
UCEsat )
1
UBEsat :
hee 5
hee 7
hee 5
fT

140
150
—-65...+160

0,89

Typ.

Max.

-

1.8

2,0

0,6

0,5

0,6

3.5
0,5

°C

K/w

mA
mA

MHz

s
s
s

ps
ps
us
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N B - . Pree
Tage-25°C TT ! T
ke 2<o0 tb=10ps e Gesattigter Betrieb |
mit Antiséttigung
10 Y l— 50 us 100 beschaltung l
A \C :‘ S ;88,‘1: H A N ’le/}’m=1
N L EEE N 2 oo [
\ XL 500ps — hep=3
1 E ~1ms | 7. 54 \ \
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| | A
N =
01 S 50 N
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f 875666
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01
| ™
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f 875662
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0 \\ N N N\‘
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BUV 71

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Motorregelung, getaktete Netzgerite

Besondere Merkmale: -«
® Implantation
@ Dreifachdiffusions-Mesa-Technik

® Glaspassivierung

Abmessungen in mm

® Hohe Sperrspannung
@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 140 W

0,6 +0.05

10 - |

+4

"

o

2,6

o N pe—

I
+
m

N
15145 415 +—

1 :g"o.f» 55

Kollektor mit Montage-

= (= B flache verbunden
43 08 oS Standard Kunststoffgehause
207 - 16 o350 15A 3 DIN 41869
TOP3
Gewicht max. 5,5 g
Zubehor:
Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung U(aa)ces 1500 \%
(BR)CEO 800 v
Koliektorstrom le 9 A
Kollektorspitzenstrom Iem 13 A
Basisstrom I 3 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
—lgm 6 A

T1.2/1448.1188 D
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BUV 71

Gesamtverlustleistung
T _..=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

KenngréBen

T;SSE
Kollektorreststrom

U,=1500V

Tiase=125°C, Uy =1300V

case

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=500mA, L.=125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=9AI;=45A
Ic=5A1;=125A

Basis-Sattigungsspannung
=9V, Ip=45A,
Transitfrequenz
Ugg=10V,/.=500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
T..=25°C

case
Ohmsche Last
Ie=5Alg,=-lg,=1A
Uee=250V;t =200ps,
Abfalizeit
Speicherzeit
Einschaltzeit
mit Antisdttigungsspannung
" Abfallzeit
Speicherzeit

Einschaltzeit

t
n_e _ =
T = 0,01, tp =0,3 ms

188

= 25 °C, falls nicht anders angegeben

ICES
ICES

U ) 800

1
(BR)CEO

U(BR)EBO 6

1
UCEsatU
UCEsat

U

1
BEsat

140
150
—65...+160

0,89

Typ.

Max.

—_

2,0
1.5

2,5

0,7
3.3
0,9

0,5
2,9
0,7

I3

K/w

mA
mA

< <

MHz

s
ps
us

us
ps
ps
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875658

Antiséattigungsbeschaltung
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Erlaubter Arbeitsbereich bei negativer Basis.

=l
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o
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147
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BUV 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 15 W

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

PP e y r . l
17 ] ?
f f e 8,6 ——=l 0.54
24,2
—=i 24
[T 1 l
| 3.6 | 17 B
‘ T 2,54
10,1 10,4 +— 72 4+ —— e j _+_ C
2,54
I == S— K
4 :<— . 13,3 0.8 2363
Normgehduse
14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202
Kollektor mit Montagefliche verbunden Gewicht max. 1.8 g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 350 \
Uces 600 \"
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 5 \"
Kollektorstrom Ic 4 A
Kollektorspitzenstrom Iem 6 A
Basisstrom Ig 2 A
-Ig 2 A
Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Prot 15 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C

T1.2/227.0484 D2
231



BUV 93

Warmewiderstéinde

Sperrschicht-Umgebung

-

Sperrschicht-Gehduse

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =600V
T;=125°C, Ucg =600V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc =100 mA, Lc =125 mH
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=300mA, lg= 30mA
lc= 3A, Ig=750mA

Basis-Sattigungsspannung
IC= 1 A,/B=02A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE=2V‘IC= 1A

Transitfrequenz )
Uce=10V,lc =200 mA, f=1MHz

Schaltzeiten
Ic =1A,Igi =200 mA, —Igy = 400 MA, Tgase = 25°C

232

Speicherzeit

Abfallzeit

t
" 7" =0.01,t,=0.1ms

Ringa

Rinac

Ices
Ices

Ugryceo 350
Uer)eso 5

UC Esat
UC Esat

Uggsat
hre 10

fr

ts
t

Typ.

03

Max.

80
83

100
0.5

1.1

K/W
KIW

pA
mA

MHz

ps
ps
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84 4284
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BUV 94
@> BUV 95

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Schiitnetzteile
Applications:  Switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ In triple diffusion technique
@ Glaspassivierung @ Glass passivation
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit @ Short switching time
® Verlustleistung 15 W ® Power dissipation 15 W

Vorléufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

bl ' Kollektor mit

f f le— 8.6 —= 0.54 Montagefldche verbunden

202 Collector connected

ey 24 b with metallic surface

B 38 T = —E-———'{J —l B Normgehéuse
o S B Case

g |~ “:@ no e ee—— A 14 A3 DIN 41869
: I = — : JEDEC TO 202
_I Gewicht - Weight

DN P fe— 133 o8 max. 1,8-g

S 8.2.772/0580A 1
. 163



BUV 94
BUV 95

Absolute Grenzdaten BUV 94
Absolute maximum ratings

164

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400
Collector-emitter voltage U CES 800
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic
Collector current
Kollektorspitzenstrom Iem
Collector peak current
Basisstrom Ig
Base current _’B
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

‘case = 25°C Prot
Sperrschichttemperatur 4
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg

Storage temperature range

1 803123
lc
fcase =25 °C
10 n
A =T T +=00 [
I, 1 1 tp=5us [
WIS /] oue [T]
RRN
N
1 \ 1 jt:; 100us |||
SSRRNILLD it
AYAN
\ \ \
| | . L 500 pus |||
\\\\ /r/lms
0.1 X Z: sms [

BUV 94 - BUV 95

0.01 1 10 100 1000 Vv

Ucg—

BUV 95
450
1000
5
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1
1
15
150
—65 ... +150
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°C
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BUV 94
BUV 95

Warmewidersténde Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-ULngebung RinJA 80 KIW
Junction ambient

Sperrschicht-Gehduse Rinic 8,3 KIW
Junction case

KenngroBen
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

lcase

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

(j=125°C, Ucg = 800V BUV94  Iopg 15
Ucg = 1000 V BUV95  /cgs 1,5

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic =100 mA, Lo = 25mH BUV 94 U(BR)CEO ') 400
BUV 95 U(BR)CEO ') 450

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig=1mA Usreso  ° v
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic =300 mA, [g=30mA UcEsat 1,5 Vv
IC = 1 A, IB = 0,2 A UCEsat 3,0 v
Basis-Sattigungsspannung .
Base saturation voltage
Io=1AIg=02A Ugksat " v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

UCE=5V, IC=100 mA hFE 40
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg=10V,Ic=200mA, f =1MHz fr 12 MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ic=1A, Igq =200 mA, ~Igy = 400 MA, 1z4se = 25°C

Speicherzeit tg 3,5 us
Storage time .

Abfallizeit t¢ 0.4 us
Fall time

L
1y P _
)T =0,01, lp =0,1
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BUV 95
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